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5sEN QUE CONSISTE?

ES UN TIPO DE DEPOSICION FISICA EN FASE VAPOR (PHYSICAL VAPOR
DEPOSITION) QUE PERMITE DEPOSITAR PELICULAS DELGADAS DE
MATERIALES MUY VARIADOS

SE COLOCA UN DISCO DEL ELEMENTO DESEADO EN UNA CAMARA DE
VACIO (107 MBAR)

SE INTRODUCE UN GAS INERTE (ARGON) 103 MBAR

SE APLICA UNA DIFERENCIA DE POTENCIAL PARA IONIZAR EL GAS Y
ACELERAR LOS IONES AR* CONTRA EL MATERIAL

« Si el material no conduce bien la electricidad se emplea
una fuente RF

u « Unos imanes detrds del disco hacen mas eficiente el
proceso (magnetron)



CARACTERISTICAS

LA VELOCIDAD DE DEPOSICION ES ~1 A/S
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FL AREA DE DEPOSICION ES ~ 4 X 4 CM?

COMO SUSTRATO SE SUELE EMPLEAR SI
MONOCRISTAL O VIDRIO, PERO VALE
CUALQUIER MATERIAL QUE SOPORTE VACIO Y
NO CONTAMINE

PUEDEN FABRICARSE ALEACIONES A PARTIR
DE CATODOS COMPUESTOS

PUEDE MEZCLARSE AR CON OTROS GASES
PARA REACCIONAR (O,)




EQUIPOS DISPONIBLES

2 ESTANDAR PARA PELICULAS Y MULTICAPAS

1 PARA DEPOSITAR A ALTA TEMPERATURA (CERAMICOS)

1 CON CANON DE NANOPARTICULAS

NO SON PARTE DEL SERVICIO DE INSTRUMENTACION = COLABORACION




CANON DE NANOPARTICULAS

By i, ) Pumping Port
. ASTID PRTORTIN L Cooling Nanoparticle beam

NanoGen operation Schematic

Linear Translation
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Vapour generation Expansion zone

Aggregation zone

e ES UNA CAMARA DE AGREGACION INDEPENDIENTE DONDE SE CONDENSAN
NP A ALTA PRESION DE AR Y LUEGO SE EXTRAEN MEDIANTE UN VACIO
DIFERENCIAL

» PUEDEN DEPOSITARSE DIRECTAMENTE EN UN SUSTRATO O EMBEBERLAS EN
UNA MATRIZ QUE SE DEPOSITA A LA VEZ
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Ruthenium Nanocluster Mass Spectrum

500
X-range: 1000 nm







APLICACIONES

e CREACION DE NANOESTRUCTURAS = ESTUDIAR
PROPIEDADES E INTERACCIONES

e PELICULAS DELGADAS (>1NM)

e MULTICAPAS

* NANOPARTICULAS (5-10NM)
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Tratamiento antireflejante
multicapa

APLICACIONES EN OTROS CAMPOS

* RECUBRIMIENTOS METALICOS F - = b

> METALIZACION : N N \ o ! L . -:4 ‘ % * Endurecido! [Lente base
e LENTES ANTIRREFLEJANTES

e  ANTICORROSION

* MICROELECTRONICA
* TRANSISTORES Y CIRCUITOS INTEGRADOS
e ALMACENAMIENTO DE INFORMACION
e SENSORES

Josephson Junction MoN, 5€/sq. Resistor

° CONTACTOS METAL'COS .',;::(i °s , S PSR Ground Plane Mo/Al 0.15Q/sq. Resistor
k“: > o Legend: EINb [1Si0, EEEENb,Os [T Junction Anodization
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e PANELES SOLARES

* MEJORA DE ELECTRODOS EN ELECTROCATALISIS



